Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model A
8 de novembre del 2010 MATI

Qiiestions (50% de 1'examen)
A cada qiiestio només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacioé: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- En quin tipus de material els electrons son portadors minoritaris?
a) Semiconductor intrinsec.

b) Semiconductor extrinsec tipus p.

¢) Semiconductor extrinsec tipus n.

d) Metall.

2.- En un LED es produeix llum:

a) Per recombinacions electré-forat a la zona de transicio.

b) Per la creacid de parells electro-forat a la zona de transicio.
c) Per efecte Joule en tot el diode.

d) Pel moviment de forats en el costat p.

57
3.- La tensio llindar dels diodes de la figura és de 0.7 V. 5\
SiVa=5ViVg=0V, quant val Vo ? <_
a) 5V -

b) 43V —

c) 0.7V Vv, —d4—— .
out

d) 0

4.- El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per una tensio llindar V, = 0.7 V i una
tensio Zener Vz= 10 V. Quina és la poténcia dissipada a cadascuna de les resisténcies i al diode?
a) P1=48 mW, P, =32 mW, P,=0

b) P;=48 mW, P, =32 mW, P,=40mW —'Illll'-. -"ﬁ"- .-"ﬁl"- A

¢) Pi=48 mW, P, =32 mW, P=20mW R; - { kO =f-|}

d) Pi=32mW, P, =48 mW, P,=0 — 0V vp=l0v = K=2k0
| V=07V 7

5.- Els parametres caracteristics del transistor del circuit de la figura sén V, = 0.7 V, =150 i
Vg™ =0.2 V. Per quins valors de Vi, treballara en zona activa?

a) 0.7V<Vi,<149V oy

b) Vi>149V 20 ﬁ' VYV

) OV<V,<149V VY 2k0

d) 0.7V<V,<4.19V L
- T1n2v

Vr’ﬂ T




Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model B
8 de novembre del 2010 MATI

Qiiestions (50% de 1'examen)
A cada qiiestio només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacioé: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- En quin tipus de material els electrons son portadors minoritaris?
a) Metall.

b) Semiconductor extrinsec tipus n.

¢) Semiconductor extrinsec tipus p.

d) Semiconductor intrinsec.

2.- En un LED es produeix llum:

a) Per la creaci6 de parells electro-forat a la zona de transicio.
b) Per recombinacions electro-forat a la zona de transicio.

c) Per efecte Joule en tot el diode.

d) Pel moviment de forats en el costat p.

3.- La tensio llindar dels diodes de la figura és de 0.7 V.

5V
SiVa=5ViVg=0V,quant val Voy? -
a) 07V =
b) 43V =
c) 5V Vi —4—
L VI}'I.'II

d) 0

4.- El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per una tensio llindar V, = 0.7 V i una
tensio Zener Vz= 10 V. Quina és la poténcia dissipada a cadascuna de les resisténcies i al diode?
a) P1=32mW, P, =48 mW, P,=0
b) P1= 48 mW, Pz =32 I’IlW, PZ=401’1’1W
c) Pi=48 mW, P, =32 mW, P,=20mW
d) P1= 48 mW, Pz =32 I’IlW, PZ=0

", Il'l'lI ,'l"'| |'Il"'.
VY |
R1=3kO =
N - —
-— 2{] "i,: VZ:]_{:} YV :—:-'_::_ RE - L--
. L . V,.=0TV r
5.- Els parametres caracteristics del transistor [ 7
del circuit de la figura son V, = 0.7 V, =150 1
Vg™ =0.2 V. Per quins valors de Vi, treballara en zona activa?
a) 0VsVy<149V —_— AN A
b) Vin>149V 20 qk? VVV—
C) 0.7 V S VinS 1.49 V _"-IJII Il'lh.'l I'.in'|I I .2 m
d) 0.7V<Vy<419V L
—_— T 12V
Vr’ﬂ T




Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA ]
8 de novembre del 2010 MATI

Problema (50% de l'examen)

10 kO 10 kO
200 kQ 200 kQ
10 kO
200 kQ L
A 5V A

TIV

5V T 1V T 1V 5V T

(2) (b) (c)

El transistor de les figures esta caracteritzat per: V, = 0.7V, Vce™=0.2 V, B = 100.

a) Determineu en quin régim treballa en el circuit (a). Trobeu els valors de Ig, Ic, Ig, Vg, Vg,
VCB.

b) Determineu les intensitats en el cas del circuit (b), on hem introduit un diode de tensio de
polaritzacio V, = 0.7V al circuit d’entrada.

¢) Determineu Vg en el cas del circuit (¢), on hem introduit un diode de tensi6é de polaritzacio
V, =0.7V al circuit de sortida.

RESOLEU EN AQUEST FULL:



Respostes correctes de les giiestions del test (MATI)

Qiiestio | Model A | Model B
1 b c
2 a b
3 c a
4 a d
5 a c

1.- En un semiconductor extrinsec tipus p, els portadors majoritaris son forats i els minoritaris,
electrons.

2.- La llum emesa prové de 1’energia alliberada en recombinacions electro-forat, principalment
en la zona de transicio.

3.- El diode B estara polaritzat directament, i per tant la tensi6 als seus borns és 0.7 V. Com la
tensio al punt B és 0, la de sortida sera també 0.7 V

4.- El Zener esta en polaritzacid inversa. Si pel Zener no passa corrent, per la malla externa
circula 7= (20 V)/(3 kQ+2 kQ) =4 mA, i la tensi6 a borns del Zener (la fem Thévenin del
circuit sense Zener entre els punts als quals es connecta el Zener) és la de Ry, és a dir, ery = Ryl =
(2kQ)(4 mA)=8 V. Ates que ern =8 V < Vz=10 V, comprovem que pel Zener no passa
corrent, com hem suposat d'entrada, de manera que la potencia dissipada al diode ¢és 0, a R, és P
=R, =0.032 W =32 mW, 1 de forma similar 48 mW a R4

5.- El transistor estara en TALL per Vi;,<0.7 V. En canvi, estara en SATURACIO si [c<Blp, és a
dir
Vcc _Vggt < ﬂ I/in _V}/ ,
RC RB
d’on surt Vi,> 1.49 V. Per tant estara en la regio ACTIVA sempre que 0.7 V<V;, <149V

Resolucio del Problema

(a) (5 punts) A I’entrada estara en polaritzacio directa: Vgg = V,=0.7 V, 1 Ig=(Vip-V,)/Rpg = 1.5
HA

Si suposem regi6 activa a la sortida Ic = BIg = 150 pA, i per tant Vcg = Vee-IcRe=3.5 V (més
gran que la tensi6 de saturacio).

Finalment, IE: I ct IB =151.5 HA, i VCB:VCE‘VBE =28V
(b) (3 punts) Estara en la regi6 de tall, i per tant Ig=Ic=Ig=0 A

(¢) (2 punts) El circuit d’entrada ¢és igual que en 1’apartat (a). Fent el balang de tensions a la
sortida V¢c - V,- Vg -IcRc= 0

si suposem activa Ic = 150 pA , i per tant Vcg = Ve - Vy - IcRc =2.8 V (més gran que la tensio
de saturacio).



Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model A
8 de novembre del 2010 TARDA

Qiiestions (50% de 1'examen)
A cada qiiestio només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacioé: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- Els semiconductors intrinsecs tenen alguns forats a temperatura ambient. Quin ¢€s el seu
origen?

a) El dopatge.

b) L’energia térmica.

¢) L’energia electrostatica.

d) Cap de les anteriors.

2.- La tensi6 llindar dels diodes de la figura és de 0.7 V. Siés Vo =5 Vi Vg =0V, quant val

Vout?
a) 5V Vi—P

b) 43V >
¢) 0.7V Ve

d oV

Vout

3.- Si un BJT treballa a la regio activa, llavors un augment de la resisténcia de base fara que el
punt de treball es mogui:

a) Cap a intensitats de col-lector més petites.

b) Cap a intensitats de col-lector més grans.

¢) No es moura.

d) Dependra del factor d’amplificacio.

4.- El transistor de la figura treballa en saturacid
quan:

a) Vin>0.7V

b) Vin<0.7V

¢) Vin>854V

d) VCE: 5V

10V

Parametres del transistor: V, = 0.7V, Vce™'=0.2 V, B = 100

5.- A quina porta logica
correspon el circuit de

la figura?
a) NAND Rg Re Rp
b) AND

c) OR
d) NOR

|
VA Vout VB



Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model B
8 de novembre del 2010 TARDA

Qiiestions (50% de 1'examen)
A cada qiiestio només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacioé: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- Els semiconductors intrinsecs tenen alguns forats a temperatura ambient. Quin ¢€s el seu
origen?

a) L’energia térmica.

b) El dopatge.

¢) L’energia electrostatica.

d) Cap de les anteriors.

2.- La tensi6 llindar dels diodes de la figura és de 0.7 V. Siés Vo =5 Vi Vg =0V, quant val

Vout ‘)
a) 0V Va )

b) 0.7V >
c) 43V Ve

d)y 5V

Vout

3.- Si un BJT treballa a la regio activa, llavors un augment de la resisténcia de base fara que el
punt de treball es mogui:

a) Cap a intensitats de col-lector més grans.

b) Cap a intensitats de col-lector més petites.

¢) No es moura.

d) Dependra del factor d’amplificacio.

4.- El transistor de la figura treballa en saturacid
quan:

a) Vin>8.54V

b) Vin<0.7V

¢c) Vin>0.7V

d) VCE: 5V

10V

Parametres del transistor: V, = 0.7V, Vce™'=0.2 V, B = 100

5.- A quina porta logica
correspon el circuit de

la figura?
a) OR Rp Rc Rp
b) NOR

c) AND
d) NAND

|
VA Vout VB



Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA
8 de novembre del 2010 TARDA

Problema (50% de l'examen)

_ Ry =400 Q
Vz=10V Tg 2 V=10V —
(a) (b)

| /
R,=400Q &

a) Quines son les intensitats i poténcies dissipades a les resisténcies i al diode del circuit de la
figura (a) sie =20V ?

b) Si en el circuit (a) la forca electromotriu € augmenta progressivament des de 0, per quin valor
el diode comenga a conduir?

¢) Si connectem un condensador addicional (figura (b)) de capacitat C = 20 pF, quina és la seva
carrega per € =20 V?

RESOLEU EN AQUEST FULL:



Respostes correctes de les qiiestions del test (TARDA)

Qiiestio | Model A | Model B
1 b a
2 b c
3 a b
4 C a
5 d b

1.- Els parells electro-forat es formen gracies a I’energia del moviment térmic del cristall.

2.- El diode A estara polaritzat directament, i per tant equival a una pila de valor 0.7 V. Com la
tensio al punt A és 5 V, lade sortidasera5-0.7V =43V

3.- Si augmenta la resisténcia de base, la intensitat de base es fara més petita, com a la part
central de la recta de carrega el transistor treballa a al regi6 activa (on I¢ = Blg), la intensitat de
col-lector també es fara menor.

4.- Estara en SATURACIO si Ic<plg, és a dir
Vcc - Vggt < V B V}/

d’on surt V;> 8.54 V

VA VB Vout

5.- Correspon a la funcié NOR donat que tenim la taula (valors

aproximats) OV 0V 5V

ov 5V |0V
5V 0V |0V
5V 5V |0V

Resolucio del Problema

(a) (5 punts) Si pel Zener no passes corrent, per la malla exterior circularia 7 = 20/(300 +400) =
0.028 A, 1 la tensio a borns del Zener seria de 11.4 V. Ara bé, atés que 11.4 V> 1V,;=10V, pel
Zener passa corrent i la tensio als seus borns és V' =}z = 10 V. En aquestes condicions, 1;=(20-
10)/300) = 0.033 A, I,=10/400 = 0.025 A, i Iz=[;-I, = 83 mA.

Per tant, les poténcies dissipades son
Pi=Ri7=033W.P,=R:,>=025W, Py =Vsl,=0.083 W

(b) (3 punts) Per tensions baixes el diode no condueix i la tensio en el seus borns, la mateixa
que a R; val V, =Ry I =Rye /(R1+ Ry) =4¢/7. El punt en que passara a conduir és aquell en que
aquesta tensio €s igual a la tensio Zener 4¢/7 =V, per tan conduira per € > 7Vz/4 =175V

(¢) (2 punts) D’acord amb I’apartat (a) el diode condueix i per tant la tensi6 a borns del
condensador sera Vz, de forma que Q = VzC =200 puC



